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Beschreibung 

Vertikaler Feldef f ekttransistor mit Kompensationszonen und 
Anschliissen an einer Seite eines Halbleiterkorpers 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mittels Feldeffekt 
steuerbares Halbleiterbauelement , insbesondere einen Feldef - 
f ekttransistor , gemaS den Merkmalen des Oberbegriffs des An- 
spruchs 1 . 

10 

Aus der DE 196 04 043 Al ist ein vertikaler MOSFET bekannt , 
der ein stark n-dotiertes Substrat mit einer dariiberliegenden 
' schwacher n-dotierten Epitaxieschicht aufweist . In diese Epi- 

taxieschicht sind p-dotierte Kanalzonen eingebracht, in wel- 

15 che wiederum stark n-dotierte Source-Zonen eingebettet sind, 
die an einer Oberflache des Halbleiterkorpers kontakt ierbar 
sind. Gate-Elektroden ermoglichen die Ausbildung eines lei- 
tenden Kanals in der Kanalzone zwischen der Source -Zone und 
einer Drift-Zone, die in der Epitaxieschicht zwischen der Ka- 

20 nalzone und dem Substrat ausgebildet ist. In der Epitaxie- 
schicht sind weiterhin p-dotierte erste Kompensationszonen 
und n-dotierte zweite Kompensationszonen ausgebildet, woraus 
zum einen ein niedriger Einschaltwiderstand des MOSFET bei 
angesteuerter Gate-Elektrode und bei nicht angesteuerter Ga- 
^2 5 te-Elektrode eine hohe Sperrspannung, bzw. Durchbruchspan- 
nung, resultiert. Bei angesteuerter Gate-Elektrode ermogli- 
chen die n-dotierten Bereiche in der Epitaxieschicht einen 
Ladungs transport zwischen der Source-Zone und dem stark n- 
dotierten Substrat, welches die Drain-Zone bildet . Bei nicht 

30 angesteuerter Gate-Elektrode und Anlegen einer Drain-Source- 
Spannung bildet sich ausgehend von der Source -Zone, bzw. der 
Kanalzone, eine Raumladungszone aus, welche bewirkt, dass 
freie Ladungstrager der ersten und zweiten Kompensationszonen 
miteinander rekombinieren, wodurch die Anzahl der freien La- 

35 dungstrager in der Epitaxieschicht erheblich reduziert wird, 
und woraus eine hohe Durchbruchspannung resultiert. 
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Das Substrat bildet bei dem bekannten Vert ikal -MOSFET die 
Drain-Zone, welche von einer Riickseite des Halbleiterkorpers , 
also der Seite, welche der Seite des Source-Anschlusses ge- 
genuber liegt, kontakt ierbar ist . 

Eine derartige Anordnung des Source-Anschlusses und des 
Drain-Anschlusses an gegeniiberliegenden Seiten des Halblei- 
terkorpers ist fur solche Anwendungen nachteilig, bei welchen 
auf die Vorderseite des Halbleiterkorpers, bzw. eines Chips, 
in dem der MOSFET untergebracht ist, ein weiterer Chip aufge- 
bracht wird, dessen Anschlusse mit dem Source-Anschluss und 
dem Drain-Anschluss des MOSFET verbunden werden mussen. In 
dem zweiten Chip kann beispielsweise eine Diode realisiert 
sein, welche bei bestimmten Anwendungen zwischen den Source- 
Anschluss und den Drain-Anschluss eines MOSFET geschaltet 
wird . 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein mittels Feldef- 
fekt steuerbares Halbleiterbauelement mit geringem Einschalt- 
widerstand, hoher Stromf est igkeit und hoher Durchbruchsspan- 
nung zur Verfiigung zu stellen, bei welchem ein erster und 
zweiter Lastanschluss an einer Seite des Halbleiterkorpers 
kontaktierbar sind . 

Dieses Ziel wird durch ein Halbleiterbauelement gemafi dem 
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost . 

Danach weitet das erf indungsgemafee Halbleiterbauelement einen 
Halbleiterkorper mit einer ersten Schicht eines ersten Lei- 
tungstyps und einer dariiber liegenden zweiten Schicht des 
ersten Leitungstyps auf, wobei die erste Schicht vorzugsweise 
starker als die zweite Schicht dotiert ist. In der zweiten 
Schicht ist wenigstens eine erste Anschlusszone ausgebildet, 
die an einer ersten Oberflache des Halbleiterkorpers kontak- 
tierbar ist, wobei die wenigstens eine erste Anschlusszone 
innerhalb der zweiten Schicht von einer Kanalzone eines zwei- 
ten Leitungstyps umgeben ist. In der zweiten Schicht sind 



2000 14416 

3 

ferner Kompensationszonen des zweiten Leitungstyps ausgebil- 
det . Erf indungsgemaS ist in der zweiten Schicht eine zweite 
Anschlusszone des ersten Leistungstyps ausgebildet , die an 
der ersten Oberflache des Halbleiterkorpers kontakt ierbar 
5 ist, wobei die- zweite Anschlusszone in lateraler Richtung des 
Halbleiterkorpers beabstandet zu der wenigstens einen ersten 
Anschlusszone ausgebildet ist. 

Die erste Anschlusszone bildet bei einem MOS -Transistor des- 
10 sen Source-Zone, die zweite Anschlusszone bildet dessen 

Drain- Zone und eine benachbart zu der Kanalzone angeordnete, 
^ gegemiber dem Halbleiterkorper isolierte Steuerelektrode bil- 
det die Gate-Elektrode des Transistors. 

15 Die zweite Anschlusszone ist vorzugsweise mittels einer gut 

elektrisch leitenden Verbindungszone , welche sich in vertika- 
ler Richtung in oder entlang der zweiten Schicht erstreckt, 
mit der ersten Schicht verbunden, die vorzugsweise starker 
als die zweite Schicht dotiert ist, und damit besser leitet. 

20 Bei Anlegen eines Ansteuerpotent ials an die Steuerelektrode 
und Anlegen einer Spannung zwischen der ersten und zweiten 
Anschlusszone kommt es bei dem erf indungsgemaSen Halbleiter- 
bauelement zu einem Ladungsstrom, welcher in einer zwischen 
der Kanalzone und der ersten Schicht gebildeten Drift-Zone 
nach Austreten aus der Kanalzone in vertikaler Richtung des 
Halbleiterkorpers zu der stark dotierten ersten Schicht ver- 
lauf t . Von dort gelangen die Ladungstrager iiber die Verbin- 
dungszone an die zweite Anschlusszone. 

30 Bei nicht angesteuerter Steuerelektrode und Anlegen einer 

Spannung zwischen der ersten und zweiten Anschlusszone brei- 
tet sich ausgehend von der Kanalzone eine Raumladungszone in 
dem Halbleiterkorper aus. Erfasst diese Raumladungszone eine 
der Kompensationszonen, so rekombinieren freie Ladungstrager 

35 dieser Kompensat ions zone mit freien Ladungstragern aus den 
die jeweilige Kompensat ions zone umgebenden Bereichen der 
zweiten Schicht. Mit zunehmender Sperrspannung , bzw. sich zu- 
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nehmend ausbreitender Raumladungszone , kommt es so zu einer 
Verarmung an Ladungstragern in der zweiten Schicht, woraus 
eine hohe Durchspannung resultiert. Vorzugsweise entspricht 
die Anzahl der Ladungstrager des ersten Leitungstyps in der 
zweiten Schicht der Anzahl der Ladungstrager des zweiten Typ 
in den Kompensationszonen, so dass sich die zweite Schicht 
und die Kompensationszonen gegenseitig vollstandig ausraumen 
konnen, d.h. bei der maximal moglichen Sperrspannung keine 
freien Ladungstrager in der zweiten Schicht mehr vorhanden 
sind. 

GemaS einer Ausf iihrungsf orm der Erfindung ist die Verbin- 
dungszone als stark dotierte Zone des ersten Leitungstyps 
ausgebildet, welche sich in vertikaler Richtung des Halblei- 
terkorpers von der im Bereich der ersten Oberflache angeord 
neten zweiten Anschlusszone bis an die erste Schicht er- 
streckt . Die zweite Anschlusszone ist dabei vorzugsweise im 
Randbereich des Halbleiterkorpers ausgebildet. 

Eine weitere Ausf iihrungsf orm der Erfindung sieht vor, die 
erste Schicht und die zweite Anschlusszone mittels einer gut 
elektrisch leitenden Schicht zu verbinden, welche auf einer, 
vorzugsweise schrag verlaufenden, Seitenflache des Halblei- 
terkorpers ausgebildet ist. 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend in Ausf iihrungsbei 
spielen anhand von Figuren naher erlautert . In den Figuren 
zeigt : 

Figur 1: ein erf indungsgemaSes Halbleiterbauelement gemaS 
einer ersten Ausf iihrungsf orm in Seitenansicht im 
Querschnitt , 

Figur 2: eine ausschnittsweilSe Darstellung eines Halbleiter 
bauelements gemaS Figur 1 im Querschnitt durch die 
in Figur 1 eingezeichnete Schnittebene 
A-A' , 
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Figur 3 : ein erf indungsgemaSes Halbleiterbauelement gemaS 

einer zweiten Ausf uhrungsf orm der Erfindung in Sei- 
tenansicht im Querschnitt . 

In den Figuren bezeichnen, sofern nicht anders angegeben, 
gleiche Bezugszeichen gleiche Teile und Bereiche mit gleicher 
Bedeutung . 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend ohne Beschrankung 
der Allgemeinheit anhand eines n-leitenden MOSFET erlautert, 
bei welchem eine Source-Zone eine erste Anschlusszone dar- 
stellt, eine Drain-Zone eine zweite Anschlusszone darstellt 
und eine Gate-Elektrode eine Steuerelektrode darstellt. 

Figur 1 zeigt ein erstes Ausf iihrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaSen MOSFET in Seitenansicht im Querschnitt. Ein 
Schnitt durch das Halbleiterbauelement entlang der in Figur 1 
eingezeichneten Schnittebene A-A 1 ist in Figur 2 dargestellt . 

Der erf indungsgemaSe MOSFET gemaS Figur 1 weiSt einen Halb- 
leiterkorper 10 mit einem stark n-dotierten Substrat 12 und 
einer auf dem Substrat angeordneten schwacher n-dotierten E- 
pitaxieschicht 14 auf. In die Epitaxieschicht sind in dem 
Ausf iihrungsbeispiel mehrere p-dotierte Kanalzonen 40A, 40B, 
40C ausgebildet, die wannenartig ausgebildet sind und in wel- 
che in dem Ausf iihrungsbeispiel jeweils zwei Source-Zonen 30A, 
30B, 30C eingebettet sind. Die Source-Zonen 30A, 30B, 30C 
sind gemeinsam mittels einer Source-Elektrode 32 an einer O- 
berflache 102 des Halbleiterkorpers kontaktiert, wobei die 
Source-Elektrode 32 die Source-Zonen 30A, 30B, 30C und die 
Kanalzonen 40A, 40B r 40C, welche die Source-Zonen 30A, 30B, 
30C jeweils umgeben, kurzschlieSt . Die Source-Zonen 30A, 30B, 
30C sind in dem Ausf iihrungsbeispiel ringformig ausgebildet, 
wie insbesondere aus der Draufsicht in Figur 2 ersichtlich 
ist . 
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Isoliert gegeniiber dem Halbleiterkorper 10 ist eine Gate- 
Elektrode 50 auf der ersten Oberflache 102 des Halbleiterkor- 
pers 10 aufgebracht, die sich in lateraler Richtung des Halb- 
leiterkorpers von jeder der Source-Zonen 30A, 30B, 30C ent- 
lang der Kanalzone 40A, 40B, 40C bis an den n-dotierten Be- 
reich der zweiten Schicht 14 erstreckt . Der n-dotierte Be- 
reich der zweiten Schicht 14 zwischen der Kanalzone und dem 
Substrat 12 bildet die sogenannte Drift -Zone oder Driftstre- 
cke des MOSFET. 

Figur 1 zeigt jeweils Abschnitte 50A, SOB, 50C, 50D der Gate- 
Elektrode 50, welche in Figur 2 gestrichelt mit strichpunk- 
tierten Umrissen dargestellt ist, um die Lage der Gate- 
Elektrode 50 oberhalb der Kanalzonen 40A, 40B, bzw. der Sour- 
ce-Zonen 30A, 30B zu verdeutlichen. Die Gate-Elektrode 50 ist 
plattenf ormig ausgebildet und weist oberhalb der Source-Zonen 
30A, 30B, 30C, bzw. oberhalb der Kanalzonen 40A, 40B, 40C je- 
weils ringformige Aussparungen 51A, 51B auf, durch welche 
sich die Source-Elektrode 32 erstreckt. Die Gate-Elektrode 50 
ist mittels Isolat ionsschichten 54B, 54C, 54D gegeniiber der 
Source-Elektrode isoliert. Die Isolat ionsschicht 52A, 52B, 
52C, 52D zwischen der Gate-Elektrode 50 und dem Halbleiter- 
korper 10 und die Isolat ionsschichten 54B, 54C, 54D zwischen 
der Gate-Elektrode und der Source-Elektrode 32 bestehen vor- 
zugsweise aus einem Halbleiteroxid wie z.B. Siliziumoxid . 

Das Vorsehen einer groSen Anzahl von Source-Zonen 30A, 30B, 
30D, die jeweils Bestandteil einer sogenannten Zelle des MOS- 
FET sind, ermoglicht eine groSe Stromf est igkeit des MOSFET, 
wobei die Stromf est igkeit durch die Anzahl der Zellen einge- 
stellt werden kann. 

Der MOSFET gemaS der Figur 1 weist in lateraler Richtung des 
Halbleiterkorpers 10 beabstandet zu den Source-Zonen 30A, 
30B, 30C eine Drain-Zone 20 auf, die wannenartig in der Epi- 
taxieschicht 14 ausgebildet ist und die mittels einer Drain- 
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Elektrode 22 auf der ersten Oberflache 102 des Halbleiterkor- 
pers 10 kontaktiert ist. 

In der Drift-Zone, also im Bereich der Epitaxieschicht 14 
5 zwischen den Kanalzonen 40A, 40B, 40C und dem Substrat 12 

sind p-dotierte Kompensat ionszonen 60, 62, 64, 65, 66 ausge- 
bildet, die in dem Ausf uhrungsbeispiel saulenformig ausgebil- 
det sind, und sich in ihrer Langsrichtung in vertikaler Rich- 
tung des Halbleiterkorpers 10 erstrecken. Die zwischen einer 
10 der Kanalzonen 40A, 40B, 40C und dem Substrat 12 angeordneten 
Kompensat ionszonen 60, 62, 64, 65 konnen sich, wie die Kom- 
^ pensationszone 60, an die Kanalzone 40A anschliefien oder 
* durch einen Teil der Epitaxieschicht 14 von der Kanalzone 

40B, 40C getrennt sein, wie z.B. die Kompensat ionszonen 62, 
15 64, 65. Zudem konnen mehrere Kompensationszonen 64, 65 in 
vertikaler Richtung des Halbleiterkorpers 10 untereinander 
angeordnet sein. 

Die Drain-Zone 20 und Source-Zonen 30A, 30B, 30C sind in la- 
20 teraler Richtung des Halbleiterkorpers 10 beabstandet zuein- 
ander angeordnet, wobei in der Epitaxieschicht 14 zwischen 
der Source-Zone 40A und der Drain-Zone 20 ebenfalls Kompensa- 
tionszonen 66 ausgebildet sind, welche saulenartig in verti- 
kaler Richtung des Halbleiterkorpers verlaufen. 

Um die Drain-Zone 20 an das Substrat 12 anzuschlieSen ist ei- 
ne Verbindungszone 16 vorgesehen, welche sich in vertikaler 
Richtung des Halbleiterkorpers 10 von der Drain-Zone 20 bis 
an das Substrat 12 erstreckt. Diese Verbindungszone 16 ist 
30 vorzugsweise starker dotiert als die ubrigen Bereiche der E- 
pitaxieschicht 14, wobei die Dotierung der Verbindungszone 16 
der Dotierung des Substrat 12 entsprechen kann . 

Wird bei dem erf indungsgemaSen in Figur 1 dargestell ten MOS- 
35 FET eine positive Spannung zwischen der Gate-Elektrode 50 und 
den Source-Zonen 30A, 30B, 30C angelegt, so bilden sich in 
den Kanalzonen 40A, 40B, 40C leitende Kanale aus , welche un- 
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terhalb der Gate-Elektrode 50 verlaufen. Bei Anlegen einer 
Spannung zwischen der Drain-Elektrode 22 und der Source- 
Elektrode 32 gelangen n-Ladungstrager von den Source- Zonen 
30A, 30B, 30C in die Drift-Zone Diese Ladungstrager bewegen 
5 sich in der Epitaxieschicht 14 im wesentlichen in vertikaler 
Richtung des Halbleiterkorpers 10 in das stark dotierte Sub- 
strat 12, von wo sie iiber die Verbindungszone 16 zur Drain- 
Zone 20 gelangen. Die in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 20 
versehene Drain- Zone, die Verbindungszone 16 und das Substrat 
10 12 bilden gemeinsam die Drain-Zone des erf indungsgemafien MOS- 
FET. Urn die Zone 20 moglichst niederohmig an das Substrat 12 
^ ' anzuschlieSen, sind zwischen der Zone 20 und dem Substrat 12 
% keine p-dotierten Kompensat ions zonen 66 vorgesehen. 

15 Wird die Gate-Elektrode bei dem erf indungsgemalSen MOSFET ge- 
maS Figur 1 nicht angesteuert und wird eine Spannung zwischen 
der Drain-Elektrode 22 und der Source-Elektrode 32 angelegt, 
so beginnen freie Ladungstrager der Kompensat ionszonen 60, 
62, 64, 65, 66 mit freien Ladungstragern der Epitaxieschicht 

2 0 14 zu rekombinieren, wodurch es mit zunehmender Sperrspannung 
zu einer Verarmung an freien Ladungstragern in der Epitaxie- 
schicht 14 kommt, wie anhand der verschiedenen Kompensat ions- 
zonen 60, 62, 64, 65 erlautert wird. 

[ f 2.5 Die Kompensat ionszone 60 liegt iiber die Kanalzone 40a an 

Source-Potential, welches ublicherweise ein festes Bezugspo- 
tential, insbesondere Masse ist. Steigt das Potential in dem 
Substrat, bzw. in den die Kompensat ionszone 60 umgebenden Be- 
reich der Epitaxieschicht 14 bei Erhohen des Drain- Potent ials 
30 an, so breitet sich ausgehend von der Kompensat ionszone 60 in 
lateraler Richtung des Halbleiterkorpers eine Raumladungszone 
aus, in welche keine freien Ladungstrager vorhanden sind. 

Die Kompensat ions zone 62 ist floatend, d.h. nicht an ein fes- 
35 tes Potential angeschlossen, in der Epitaxieschicht 14 ange- 
ordnet . Breitet sich bei Anlegen einer Sperrspannung eine 
Raumladungszone ausgehend von der Kanalzone 4 0b aus, so nimmt 
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die Kompensationszone 62 den Wert des Potentials an, welches 
die Raumladungszone im Bereich der Kompensationszone 62 be- 
sitzt. Erreicht die Raumladungszone der Kanalzone 40b die 
Kompensationszone 62, so breitet sich ausgehend von der Kom- 
pensationszone -62 in lateraler Richtung eine Raumladungszone 
aus, in welcher keine freien Ladungstrager mehr vorhanden 
sind. Entsprechendes gilt fur die Kompensat ionszonen 64 und 
65, wobei sich ausgehend von der unteren Kompensationszone 64 
erst dann eine Raumladungszone ausbildet, wenn diese von der 
Raumladungszone der oberen Kompensationszone 65 erfasst ist. 

Die maximale Sperrspannung des MOSFET ist erreicht, wenn die 
von den einzelnen Kompensat ionszonen 60, 62, 64, 65 ausgehen- 
den Raumladungszonen die gesamte Epitaxieschicht 14 erfasst 
haben. Die Dotierung der Epitaxieschicht 14 und der Kompensa- 
tionszonen 60, 62, 64, 65, 66 wird vorzugsweise derart auf- 
einander abgestimmt, dass die Anzahl der n-Ladungstrager in 
der Epitaxieschicht 14 der Anzahl der p-Ladungstrager in den 
Kompensationszonen 60, 62, 64, 65, 66 entspricht, so dass 
keine freie Ladungstrager vorhanden sind, wenn die Raumla- 
dungszone die gesamte Epitaxieschicht 14 erfasst hat. 

Die Kompensationszonen 66, welche floatend in der Epitaxie- 
schicht 14 zwischen der Source -Zone 3 0a und der Drain- Zone 2 0 
angeordnet sind, verhindern eine Durchbruch des MOSFET in la- 
teraler Richtung des Halbleiterkorpers 10 in der Epitaxie- 
schicht 14. Die Kompensationszonen 66 werden bei dem MOSFET 
nacheinander von einer Raumladungszone erfasst, welche von 
der Kanalzone 4 0a ausgeht . 

Figur 1 zeigt weiterhin Feldplatten 90, 91, welche oberhalb 
des Halbleiterkorpers 10, von diesem durch eine Isolations- 
schicht 92 getrennt, ausgebildet sind, wobei eine der Feld- 
platten 90 an die Drain-Zone 20 und eine der Feldplatten 91 
and die Source-Elektrode 32 angeschlossen ist. Die Feldplat- 
ten beeinflussen den Feldstarkeverlauf in dem Halbleiterkor- 
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per 10 und verhindern bekannterweise einen vorzeitigen Span- 
nungsdurchbruch . 

Die Drain- Zone 2 0 ist bei dem MOSFET gemafi Figur 1 am Rand 
des Halbleiterkorpers ausgebildet, die Seitenflache 101 
schlieSt den Halbleiterkorper 10 in seitlicher Richtung ab. 
Die Flache 101 ist ublicherweise die Flache, die beim Heraus 
sagen des Halbleiterkorpers 10 aus einem Wafer, der einer 
Vielzahl von Halbleiterkorpern aufweist, entsteht. 

Figur 3 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaEen MOSFET, welcher sich von dem in Figur 1 darge- 
stellten dadurch unterscheidet , dass die Drain-Zone 22 und 
das Substrat 12 durch eine gut elektrische leitende Schicht 
22, insbesondere eine Metallisierung, welche auf einer Sei- 
tenflache 104 des Halbleiterkorpers 10 aufgebracht ist, mit- 
einander verbunden sind. Die Seitenflache in Figur 3 verlauf 
leicht schrag, ausgehend aus dem Substrat 12 in Richtung der 
Drain-Zone 20, wobei sich das Substrat 12 unterhalb der Fla- 
che 104 in lateraler Richtung bis zu einer Seitenflache 103 
erstreckt, welche die seitliche Begrenzung des Halbleiterkor 
pers 10 bildet und welche beispielsweise durch das Heraussa- 
gen des Halbleiterkorpers 10 aus einem Wafer resultiert. Die 
Flache 104 ist damit gegemiber der Abschlussf lache 103 zu- 
riickgesetzt. Die Metallisierung 23 bildet gleichzeitig die 
Drain-Elektrode des MOSFET. 

Auf das Aufbringen einer Metallisierung 70 auf das Substrat, 
wie sei bei dem MOSFET gemafe Figur 1 vorgesehen ist, ist bei 
dem MOSFET gemaS Figur 3 verzichtet. 
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Patent anspriiche 

1. Mittels Feldeffekt steuerbares Halbleiterbauelement , das 
folgende Merkmale aufweist : 

5 

- einen Halbleiterkorper (10) mit einer ersten Schicht (12) 
eines ersten Leitungstyps (n) und einer daruberliegenden 
zweiten Schicht (14) des ersten Leitungstyps (n) , 

10 - eine in der zweiten Schicht (14) ausgebildete erste An- 

schlusszone (30A, 30B, 30C) , die an einer ersten Oberflache 
/ (102) des Halbleiterkorpers (10) kontakt ierbar ist, und eine 
die erste Anschluss zone (3 OA, 3 OB, 3 0C) umgebende Kanalzone 
(40A, 40B, 40C) eines zweiten Leitungstyps (p) , 

15 

- in der zweiten Schicht (14) ausgebildete Kompensat ionszonen 
(60, 62, 64, 65, 66) des zweiten Leitungstyps (p) , 

gekennzeichnet durch 

20 

- eine in der zweiten Schicht (14) ausgebildete zweite An- 
schlusszone (20) des ersten Leitungstyps (n) , die an der ers- 
ten Oberflache (102) des Halbleiterkorpers (10) kontakt ierbar 
ist . 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei dem in emer 
Verbindungszone (16) zwischen der zweiten Anschlusszone (20) 
und der ersten Schicht (12) keine der Kompensat ionszonen (60, 
62, 64, 65, 66) ausgebildet ist. 

30 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die 
Verbindungszone (16) starker dotiert ist, als die ubrigen Be- 
reiche der zweiten Schicht (14) . 

35 4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, bei dem die Dotie- 
rung der Verbindungszone (16) im wesent lichen der Dotierung 
der ersten Schicht entspricht. 
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5. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei dem die erste Schicht (12) starker dotiert ist als 
die zweite Schicht (14) . 

6. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem die zweite Anschlusszone (2 0) am Rand des Halb- 
leiterkorpers (10) ausgebildet ist. 

7. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei dem die erste Schicht (12) und die zweite Anschluss 
zone (20) mittels einer auf einer Seitenflache (103) des 
Halbleiterkorpers (10) auf gebrachten elektrisch leitenden 
Schicht (22) miteinander verbunden sind. 

8. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, bei dem sich wenigstens einige der Kompensat ionszonen 
(60) an die Kanalzone (40A) anschlieSen. 

9. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii - 
che, bei dem die Kompensat ionszonen (60, 62, 64, 65, 66) sau 
lenformig ausgebildet sind und sich in vertikaler Richtung 
des Halbleiterkorpers (10) in der zweiten Schicht erstrecken 

10. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii 
che, bei dem die Anzahl der Ladungstrager vom ersten Lei- 
tungstyp (n) und die Anzahl der Ladungstrager vom zweiten 
Leitungstyp in der zweiten Schicht etwa gleich groS ist. 

11. Halbleiterbauelement nach einem der vorangehenden Ansprii 
che, das eine Steuerelektrode (BOA, 50B, 50C, 50D) aufweist, 
die isoliert gegeniiber dem Halbleiterkorper (10) benachbart 
zu der Kanalzone (40A, 40B, 40C) angeordnet ist. 
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Zusammenf as sung 



Vertikaler Feldef f ekttransistor mit Kompensat ionszonen und 
Anschliissen an einer Seite eines Halbleiterkorpers 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein mittels Feldeffekt 
steuerbares Halbleiterbauelement , das folgende Merkmale auf- 
weist : 



10 - einen Halbleiterkorper (10) mit einer ersten Schicht (12) 
eines ersten Leitungstyps (n) und einer daruberliegenden 
/ zweiten Schicht (14) des ersten Leitungstyps (n) , 



- eine in der zweiten Schicht (14) ausgebildete erste An- 
15 schlusszone (30A, 30B, 30C) , die an einer ersten Oberflache 
(102) des Halbleiterkorpers (10) kontakt ierbar ist, und eine 
die erste Anschlusszone (30A, 30B, 30C) umgebende Kanalzone 
(40A, 40B, 40C) eines zweiten Leitungstyps (p) , 



20 - in der zweiten Schicht (14) ausgebildete Kompensationszonen 
(60, 62, 64, 65, 66) des zweiten Leitungstyps (p) , 



- eine in der zweiten Schicht (14) ausgebildete zweite An- 
schlusszone (20) des ersten Leitungstyps (n) , die an der ers- 
ten Oberflache (102) des Halbleiterkorpers (10) kontakt ierbar 
ist 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 

10 Halbleiterkorper 
12 Substrat 
14 Epitaxieschicht 
16 Verbindungszonen 
20 Drain-Zone 

22 Drain- El ekt rode 

23 elektrische leitende Verbindungsschicht 
30A, 30B, 30C Source-Zone 

32 Source -El ekt rode 

40A, 40B, 40C Kanalzone 

50 Gate-Elektrode 

50A, 50B, 50C, SOD Gate-Elektrode 

52A, 52B, 52C, 52D Isolat ionsschicht 

54B, 54C, 54D I sol at ionsschicht 

60, 62, 64, 65, 66 Kompensat ions zonen 

90, 91 Feldplatten 

92 I sol at ionsschicht 

101 Seitenflache des Halbleiterkorpers 

102 erste Oberflache des Halbleiterkorpers 

103 Seitenflache des Halbleiterkorpers 

104 Seitenflache des Halbleiterkorpers 
D Drain-Anschluss 

S Source -Anschluss 

G Gate -Anschluss 

n n-Dotierung des Halbleiterkorpers 

p p-Dotierung des Halbleiterkorpers 
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